BAS 33

Silizium-Planar-Diode
Anwendungen: Schutzschaltungen, Verzégerungsschaltungen
Besondere Merkmale?®

® Sehr niedriger Sperrstrom
Abmessungen in mm

#1,9 #0,55

Kathode Normgehé&use Glas
\ 54 A 2 DIN 41 880

J == JEDEC DO 35
26 3,9 f 26 Gewicht max. 0,15 g
Bestempelung: Kiartext
Absolute Grenzdaten
StoBsperrspannung Ugsm 40
Periodische Spitzensperrspannung Ugrm 40
Sperrspannung U 30
StoBdurchlaBstrom
t,=1s lesm 0,5 A
DurchiaBstrom, Mittelwert I
f=50Hz leav : 100 mA
Sperrschichttemperatur T] 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg -55...+150 °C

T1.2/822.1084 D1



BAS 33

Wiérmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
/=4 mm, T, =konstant

KenngréBen
Tj =25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung
[ =100 mA

Sperrstrom
Uy =30V, EV=500 Ix

Uy =30V, E" =500 Ix, Ti= 100 °C

Durchbruchspannung
Ig=5pA

Diodenkapazitat
Ua=0V

" Beleuchtungsstarke

thJA

Min. Typ. Max.
350
1
5
50

40
5

nA
nA

pF



BAS 34

Silizium-Planar-Diode
Anwendungen: Schutzschaltungen, Verzégerungsschaltungen

Besondere Merkmale:«
@ Sehr niedriger Sperrstrom

Abmessungen in mm

21,9 20,55

Kathode Normgehéuse Glas
) ) 54 A 2 DIN 41 880
it i JEDEC DO 35
26 39 * 26 Gewicht max. 0,15 g
1109
Bestempelung: Klartext
Absolute Grenzdaten
StoBsperrspannung Ugsm 70
Periodische Spitzensperrspannung Ugam 70
Sperrspannung Uy 60
StoBdurchlaBstrom
t,=1s lesm 0,5 A
DurchlaBstrom, Mittelwert I
f="50Hz eay 100 mA
Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tg“g -55...+1560 °C

T1.2/824.1084 D1



BAS 34

Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
/=4 mm, T, =konstant

KenngroBen

7'j =25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchtaBspannung
I, =100 mA

Sperrstrom
Uy =60V, E" =500 Ix
UR =10V, E" =500 Ix,
UR =60V, E" =500 Ix, Tj= 125°C
U;=20V,E"=500 Ix, T,= 80°C

Durchbruchspannung
Iy =5pA

Diodenkapazitat
Ug=0V

") Beleuchtungsstarke

thJA

Pl

5~

(BR)

Min.

70

Typ.

Max.

350

nA
nA
pA
nA

pF



ks BAT 13

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode

Silicon epitaxial planar diode
Anwendung: Schalter in Hybridschaltungen
Application: Switching in hybrid circuits

Vorlaufige technische Daten - Tentative data

Abmessungen - Dimensions

._.aBe in mm
‘B—
violett
\ 0,2x0.1
d& T e [
(= K 25 - &
=) A l (]
/ - 03
rot 23 e 45 Kunststoffgehduse
Plastic case
Gewicht - Weight
max. 0,02 g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Sperrspannung Ur 50 \Y
Spitzensperrspannung URrM 60 \'}
DurchlaBstrom IF 200 mA
SpitzendurchlaBstrom IEM 450 mA
_toBdurchlaBstrom
tp S 1ps iEM 2 A
Verlustleistung
tamp = 45°C Py 50 mw
Sperrschichttemperatur tj 125 °C
Lagerungstemperatur tstg —55..+125 °C

B 2.2.0173 361



BAT 13

Min. Typ. Max.
Wirmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RihJA 1600 °C/W

KenngréBen - Characteristics
Umgebungstemperatur tymp, = 25°C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung

IF= 1mA Ur 0,63 '

If = 10mA Ur 0,76 '

Ig = 50 mA Ug 0,85 10 Vv
Sperrstrom

Ug = 50V IR 100 nA

UR = 50V, tgmp = 100°C IR 10 pA
Durchbruchspannung

IR = 5pA U(BR) 60 Vv
Diodenkapazitat

Ug=2V,f=1MHz Cp 5 pF

Schaltzeiten - Switching times
Umgebungstemperatur tym, = 25°C

Rickwartserholzeit
IF=IR=10mA,iR =10mA R_=100Q t 10 ns

AEG-TELEFUNKEN

362



BAT 13
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BAW 24 T BAW 27

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes

Anwendungen: Als schnelle Schalter in Kernspeichern

Applications: High speed switch in core memory

Abmessungen in mm

Dimensions in mm 8108 KATHODE 219 20,55
CATHODE ¥
!
28 3,8 26
Normgehause
Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15g
Absolute Grenzdaten BAW 24 BAW 26
Absolute maximum ratings . BAW 25 BAW 27
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 50 75 v
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 40 60 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp =1ps 1 FSM 4 A
DurchlaBstrom I 600 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current .
UR =0 1, FAV 150 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I'=4mm, 1 =45°C Py 440 mw
1 <25°C Py 500 mw
Sperrschichttemperatur tj 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+200 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2



BAW 24 ' BAW 27

Wéarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

I = 4mm, 1| = konstant
constant

KenngréBen
Characteristics

]

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ip = 10mA

Ig = 50mA
Ip = 200mA

Ig = 400mA

Sperrstrom
Reverse current
UR =40V
Up =60V
tj = 100°C
Ur = 40V
Ug =60V
Durchbruchspannung

Breakdown voltage
Ig =5pA

Diodenkapazitit
Diode capacitance

; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

BAW 24, BAW 26
BAW 25, BAW 27
BAW 24, BAW 26
BAW 25, BAW 27
BAW 24, BAW 26
BAW 25, BAW 27

BAW 27

BAW 24, BAW 25
BAW 26, BAW 27

BAW 24, BAW 25
BAW 26, BAW 27

BAW 24, BAW 25
BAW 26, BAW 27

UR = 0,f= lMHZ, UHF = 50mV

Ruckwértserholzeit
Reverse recovery time

[F = IR = 10..100 mA, in= 01 IR

1
1) £ =001 1= 03ms

*) AQL = 0,65%

Rihoa

Iy

t!)

IR’*)

Usr)®
Uer)"

**) AQL = 2,5%

50
75

Typ.

08
0,67
0,92

08
1,05
0,95

1,05 -

350

09
0,75
10
0,85
1,2
10
1,25

100
100

50

KIW

<K <K< << <K

23

pA
A

pF

ns



TELEFUNKEN  [Eavi4]

Silizium-Diode
“Vorléufige technische Daten
Kleinflichendiode mit hoher Sperrspannung im Metallgehéuse
MeBwerte
bei Umgebungstemperatur  tamb = 25°C
Sperrstrom —lg (—Uq = 450 V) 001 £ 25 uA
DurchlaBspannung Ug (lg = 100 mA) 086 1V
Thermischer Widerstand Riherm <026 ©°C/mW
Grenzwerte
Spitzensperrspannung —Udsp 500 V
Richtstrom Iricht 200 mA
Durchlaf3spitzenstrom : ldsp 500 mA
Verlustleistung P4 400 mW

bei tamb = 45°C
und Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur ti 150 °C

max. Abmessungen

A%
3
=‘i Kathode
W
75 e =

— e 87—

Gewicht: max. 1 g




TELEFUNKEN

Silizium-Diode
- Vorldufige technische Daten
Kleinflichendiode mit hoher Sperrspannung im Metallgehduse
MeBwerte
bei Umgebungstemperatur  tamb = 25°C
Sperrstrom —l4 (—Uq = 600 V) 002 4 A
Durchlaf3spannung U4 (lg = 100 mA) 087 £ 1V
Thermischer Widerstand Rtherm <026 °C/mW
Grenzwerte
Spitzensperrspannung —Udsp 650 V
Richistrom lricht 200 mA
Durchlaf3spitzenstrom ldsp 500 mA
Verlustleistung P4 400 mW
bei tamp = 45°C
und Betrieb in ruhender Luft
Sperrschichttemperatur t; 150 ©°C

max. Abmessungen

A3
[ON
<
1" Kathode
-

% =5 = -
a7 e -

Gewicht: max.1g




TELEFUNKEN

Silizium-Diode
* Vorldufige technische Daten
Kleinfldchendiode mit hoher Sperrspannung im Metallgehéuse
' MeBwerte
bei Umgebungstemperatur tqmp = 25°C
Sperrstrom —ld4 (—Ud =700 V) 0075 < 6 uA
Durchlaf3spannung Ud (lg = 100 mA) 088 1V
Thermischer Widerstand Riherm - £026  °C/mW
Grenzwerte
Spitzensperrspannung ~Udsp 800 V
Richtstrom lricht 200 mA
Durchlaf3spitzenstrom ldsp 500 mA
Verlustleistung Pqg 400 mW
bei tamb = 45°C
und Betrieb in ruhender Luft
Sperrschichttemperatur ti 150 °C

max. Abmessungen

1

L)
[*N
<

S 75 - ————35—————4—‘

;.: Kathode
L !
! [T ‘1

- |

S 87,

Gewicht: max. 1 g




BAY 68 - BAY 69

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes

-

Anwendungen: Sehr schnelle Schalter

Applications: Very fast switches

Normgehé&use
Abmessungen in mm sws  KATHODE #19  #0,55 ome Case
Dimensions in mm "CATHODE [ [ 54 A2 DIN 41880
. N JEDEC DO 35
¥ i Gewicht - Weight
} max. 0,15g

26 3,9 26

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

BAY 68 BAY 69

Periodische Spitzensperrspannung URRM 35 60 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung ' Ur 25 50 "
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current .

b= 1us Iegm 2 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 225 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig 150 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

UR =0 1 FAV 150 mA
Verlustleistung i
Power dissipation

I =4mm,t_ = 45°C Py 440 mw

t L < 25°C P Y] 500 mwW

Sperrschichttemperatur t 200 °C
Junction temperature .
Lagerungstemperaturbereich Istg —65...+200 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2



BAY 68 - BAY 69

Wiarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung

Junction ambient

I = 4mm, 7| = konstant

KenngroBen
Characteristics

constant

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung

Forward voltage
Ig = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current

tj= 150°C

UR =25V
Ug = 50V

Ug = 30V
U = 50V

Durchbruchspannung

Breakdown voltage

Ig = 100 pA

Diodenkapazitat

Diode capacitance

BAY 68
BAY 69

BAY 68
BAY 69

BAY 68
BAY 69

UR =0, f=1MHz, UHF = 50mV

Rickwartserholzeit

Reverse recovery time

[F = IR = 10mA, iR = 1mA, RL = 100Q

*) AQL = 0,65%,

**) AQL = 2,5%

LT

Ug")

Ig*)
Ir"
i')

IRQQ)

U, (BR) *) 35
U, (BR) *) 60

Typ.

Max.

350

100
100

100
100

10

KIw

23

A
uA

ns



BAY 68 - BAY 69
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T 11
I T 111
R BN R
1j=25°0 300
P.A !’=25°C
/ |
Streugrenze /‘ Streugrenze /
1,?Ao EE Scattering Iimirl 7 100 Scatiering Iimil,
» 7
r‘, d
4
/’ / %0 )4
/r // //
/] v v
10 / 10 V. A
A
p 4
1'
4
3 7
. Y
670 20 30 40V 1
(o] 20 40 60 V
UR —— UR ——
14342 TN YR
i Ty 1
I ‘%
300
00 / a | :
pF Streugrenze
1j=100°C o Scartering limit
100 T
4
f—f
f=1MHz
t;=25°C
I i
30 3
25°C
10 f 2
y
J I
/
3 / 1
I3 / ¥

0,3 0,5 0,7 09V o} 5 0oV



BAY 86 - BAY 87 - BAY 88

Silizium-Diffusions-Dioden
Silicon diffusion diodes

Anwendungen: Aligemein

Applications: General purposes

Abmessungen in mm Normgehéuse
Dimensions in mm KATHODE 22,6 20,55

CATHODE Case

51 A2 DIN 41880

—— i JEDEC DO 7

Gewicht - Weight

max. 0,2g

26 72 26

87

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
BAY86 BAY87 BAY 88
Periodische Spitzensperrspannung UrRMm 60 120 350 v
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung UR 50 100 300 \

Reverse voltage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

lp =10 ps I FSM 30 A
tp =10 ms IFSM 4 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepMm 800 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ie 250 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 IFAV 250 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I= &mm, t| <45°C Py 250 mw
/=2 28mm, t; = konstant Py 210 mw
constant
Sperrschichttemperatur 4 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55...+150 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2



BAY 86 - BAY 87 - BAY 88

Wiérmewiderstand
Thermal resistance

-

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
. = konstant, / = 5mm
constant
1 = ungekiirzt
unbridged

KenngréBen
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ip = 100mA
Sperrstrom
Reverse current
Ug= 50V
Ur = 100V
Ur = 300V
tj = 100°C
Ugp= 50V
Ur = 100V
Ur = 300V
Diodenkapazitat

Diode capacitance
Ug =10V, f=05MHz

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

Ig = Iy = 10mA, ig = 1mA, R = 100Q

*) AQL = 0,65%

BAY 86
BAY 87

BAY 88

BAY 86
BAY 87
BAY 88

Ringa

Rihoa

Typ.

0,82

21

13

420

500

100
100
100

10

15
20

25

KIW

KIw

ps



BAY 86 - BAY 87 - BAY 88

BAY 86 [ 14344 ™ reser
? f BAY 88
IR In BAY 87 /Jr [
I~ Lt II'YDO'C
o
100
fj=100°C__A nA
100 -
nA
1
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BAY 89

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: Aligemein, fir sehr hohe Betriebsspannungen

Applications: General purpose, for very high supply voltages

Abmessungen in mm KATHODE 228 #0.58 Normgehg::
CATHODE
Dimensions in mm A 51 A2 DIN 41880
———— ik JEDEC DO 7
—{ Gewicht - Weight
26 72 26 max. 0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URRM 600 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 500 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp i 10 us IFSM 30 A
t p= 10 ms 1 ESM 4 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Irpm 800 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 250 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 1 FAV 250 mA
Verlustieistung
Power dissipation
I = 5mm, 1 =< 45°C Py 180 mw
I = ungekarzt, ¢| = konstant Py 160 mwW
unbridged constant
Sperrschichttemperatur 1 125 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tstg —55..+125 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2



BAY 89

Wirmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
tp = konstant, / = 5mm

constant
1 = ungekiirzt
unbridged
KenngroBen
Characteristics

tj= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
I = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
Up =500V
Ug =500V, 4= 100°C

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ur =10V, f= 10MHz

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time
IF = IR = 10mA, iR = 1mA, RL = 100Q

Ripia

Rihan

Ug")

Ig"
IR **) l)

7
*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5% 1) —7[-) =001, 15 < 20ms

Min. Typ.

0,82

0,11

Max.

420

500

30

10

KIW

KIW

pA
HA

us



BAY 89
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BAY 92

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: Schnelle Schalter, fiir hohe Betriebsspannungen

Applications: Fast switches, with high supply voitages

Abmessungen in mm

Dimensions In mm
KATHODE #2,6 920,55
CATHODE _{_ r—_
. —f Normgehéuse
o 26 12 26 Cas o
51A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max.0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung Urprm 650 v
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 600 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
,
P

T < 0,02, tD < 1ims IFSM 1 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 200 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 100 mA
Forward current
Verlustleistung
Power dissipation )

!l = 4mm, f <25°C Py, 230 mw
Sperrschichttemperatur t i 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tstg —65..+150 °C

Storage temperature range

B2/v.1.17/0474 Ausgabe 2



BAY 92

Wiérmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
! = 4mm, t|_ = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

t i~ 25°C

DurchlaBspannung

Forward voltage
IF = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
U = 600V

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ugp =10V, f=1MHz

Riickwartserholzeit
Reverse recovery time
Ig = Ig = 10mA, ig = 1 mA, R =100Q

*) AQL = 0,65%

Ringa

)

g™

Lry

Typ.

0,25

25

350

Max.

450

500

KIW

A

pF

ns



BAY 93

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

-

Anwendungen: Sehr Schnelle Schalter

Applications: Very fast switches

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5109 KATHODE 61,9 20,56 Normgehause
"CATHODE Case
N N 54 A2 DIN 41880
t iF JEDEC DO 35
I Gewicht - Weight
26 3,9 26 max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URrM 25 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung ’ Ur 20 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom

‘Surge forward current
t p <1ps 1 FSM 2 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Irpm 225 mA

Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 115 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 1 FAV 75 mA
Verlustleistung
Power dissipation

I=4mm, t =45°C Py 440 mw
t L < 25°C P Y] 500 mw
Sperrschichttemperatur . 4 200 °C

Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich 'stg —55..+200 °C

Storage temperature range

B2/v.1.17/0474 Ausgabe 2



BAY 93

Wiarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
! = 4mm, 1| = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

1= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
I F= 10mA

Sperrstrom
Reverse current
UR =10V, tj = 150°C

Durchbruchspannung
Breakdown voitage
] R =1 pA

Diodenkapazitét
Diode capacitance

UR =0, f=1MHz, Uy = 50mv

Rickwaértserholzeit
Reverse recovery time
IF = IR = 10mA, iR =1mA

*) AQL = 0,65% **) AQL = 2,5%

Ug*)

IR")

Typ.

100

15

KIW

HA

ns



A4 ' BAY 135

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

Silizium-Planar-Diode

Anwendungen: Schutzschaltungen, Verzégerungsschaltungen
Besondere Merkmale:‘

@ Sehr niedriger Sperrstrom
Abmessungen in mm

2110 2<1.6
Kathode S 8<0,55

i J— Standard Glasgehéuse
' ’ 54A2 DIN 41880
=26 =39 =26 JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

StoRsperrspannung Ursm 140 \
Periodische Spitzensperrspannung Ugam 140 \
Sperrspannung U 125 \
StoRdurchlaBstrom

t,= 1s lesm 2 A
DurchlaBstrom, Mittelwert

f=50Hz ' Ieav 200 mA
Sperrschichttemperatur Tj 200 °C
Lagerungstemperaturbereich T. —65...+200 °C

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
/=4 mm, T =konstant Rysa 350 K/W

T1.2/1454.0688 D



BAY 135

KenngréBen

T,.= 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

ly=100 mA

Sperrstrom

EV=5001x, U,

Uy, T,=125°C
Uy =60V

Durchbruchspannung

Iy =5 pA

Diodenkapazitét

Up=0,f=1MHz

? 7 5723
/F /
// Streugrenze
[/
100 ./
mA "
50 ,'
|
T
10
1
5 |
§
I
Ti=25°C
|
1
0 04 08 1,2 16V

t
" Beleuchtungsstarke; 2! —7‘.’— =0,01,t,=0,3 ms

UF_’

Min. Typ. Max.
Ue 1 v
I 3 nA
Ia 0,5 pA
Ia 1 nA
U(BR)Z) 140 \'
(o 3 pF
? 88 5724
I}
R 7
Yr=Yarm /A
1000
nA
/
Streugrenze /
100 ra
/
/
10 £t
4 V4 k
/
/|
1
0 50 100 150 °C
fj—



